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LP7801TE 
 
 

超低功耗耳机充电仓专用芯片 Rev 2.0 – April 2021 

产品特点 

 1µA待机功耗 

 28V高输入耐压 

 内置7V过压保护 

 可编程线性充电 

 智能调节恒温充电 

 5.1V同步升压输出 

 1.2 MHz开关频率 

 95%超高升压效率 

 内置EN逻辑控制功能 

 放电模块过流、过温保护 

 ESOP-8 封装 

应用场景 

 TWS耳机充电仓 

 锂电池系统充放电应用 

封装标记 

LP7801TE

F: 无铅

封装类型
SP: ESOP-8

电池电压
默认：4.2V
435: 4.35V

 

 

功能介绍 

LP7801TE是一款专为小容量锂电池充电/放电应用设计的

单芯片解决方案IC，集成了线性充电管理模块、超低功耗同

步升压放电管理模块，内置功率MOS，充电电流外部可编

程，最大充电电流1A。 

LP7801TE集成了充电指示、输入过压保护、电池温度检测

功能及恒温度充电功能。放电部分，升压输出5.1V，负载电

流能力500mA，待机功耗1µA，带EN控制功能，控制EN可

完全关断输出电压，内置过流、过温保护功能，工作频率

1.2MHz，支持2.2µH小电感应用。针对小容量锂电池系统

的应用，提供简单易用的解决方案。 

LP7801TE采用的封装形式为ESOP-8。 

 

 

 

              
                    ESOP-8 

                   1.27mm pin pitch 

 

 

典型应用图 
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丝印及包装信息 

型号 丝印 封装 包装 

LP7801TESPF 

LPS 
LP7801T 

YWXXX 
ESOP-8 4K/盘 

LP7801TESPF-435 
LPS 
LP7801T 
435YWXXX 

ESOP-8 4K/盘 

丝印标示： 

Y：生产年份 W：生产周 X：批次号 
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引脚图 
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管脚信息 

序号 名称 描述 

ISET 1 充电电流设定管脚。外接到地电阻以设置恒流充电电流 (电阻值详见功能描述)  

VIN 2 充电输入脚，连接电源。 

BAT 3 充电输出、放电输入。连接电池。 

SW 4 开关管脚 

VOUT 5 升压输出 

EN 6 升压控制管脚 (EN = 0: 无升压输出; EN = 1: VOUT管脚输出5.1V) 

CHRG 7 充电指示灯 

TS 8 电池温度NTC电阻检测管脚 

GND 9 地 
 

内部功能模块图 
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极限参数 (Note 1) 
 VIN to GND  ------------------------------------------------------------------------------------  -0.3V to +28V 

 SW to GND --------------------------------------------------------------------------------------  -0.3V to +9V 

 VOUT to GND  -----------------------------------------------------------------------------------  -0.3V to +8V 

 其他管脚 to GND  -------------------------------------------------------------------------------  -0.3V to +6V 

 最大结温 (TJ)  --------------------------------------------------------------------------------------------  150°C 

 最高焊接温度 (管脚, 10秒)  -------------------------------------------------------------------------------  260°C 

 储存温度  ---------------------------------------------------------------------------------------  -55°C to 150°C 

*Note 1: 超出极限参数的条件，可能导致该器件永久性损坏。极限参数仅为压力条件，正常工作条件并未在此标注。长期处于极限

参数附近的条件下，则可能会影响该器件设备的可靠性。 

温度性能 
 最大封装功耗 (PD, TA <= 25℃)  ----------------------------------------------------------------------------  2W 

 封装热阻 (θJA) (Note 2) ------------------------------------------------------------------------------------  50°C/W 

*Note 2: 基于 2S2P JEDEC 标准 PCB 板，于环境温度< 25°C 下测试 

ESD性能 
 HBM (人体模型, JEDEC JS-001)  -------------------------------------------------------------------------  2000V 

 MM (机械模型, JESD22-A115C)  --------------------------------------------------------------------------  200V 

推荐工作条件 

描述 符号 最小 最大 单位 

充电输入电压 VIN 4.5 6.5 V 

充电电流 IBAT  1 A 

放电输出电流 IOUT  0.5 A 

环境温度 TA -20 80 °C 

电气参数 
除特别说明外，如下参数默认为在条件 VIN =5V, TA = 25°C 下测试而得 

参数说明 符号 测试条件 最小 典型 最大 单位 

充电部分 

输入待机电流 IIN VBAT = 4.4V  300  µA 

充电输入过压保护阈值 VOVP VIN上升  7.0  V 

充电输入过压保护迟滞 VOVP_HYS   150  mV 

http://www.lowpowersemi.com/
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参数说明 符号 测试条件 最小 典型 最大 单位 

充电输入欠压保护阈值 VUVLO VIN上升  3.5  V 

电池浮充电压 VFLOAT 
LP7801TESPF 4.158 4.20 4.242 V 

LP7801TESPF-435 4.28 4.35 4.375 V 

恒流充电电流 ICC 
RISET=17.5 kΩ 85 100 115 mA 

RISET=3.4 kΩ 450 500 550 mA 

电池满电BAT电流(流出) IBAT_FLOAT VIN = 5V, VBAT = 4.2V  1  µA 

电池满电BAT电流(流入) IBAT_LKG VIN = 0V, VBAT = 4.2V, VEN = 0V  1  µA 

涓流充电电压阈值 VTRIKLE   2.6  V 

涓流充电电流 ITRIKLE VBAT < VTRIKLE  10  %IBAT 

终止充电电流阈值 ITERM   10  %IBAT 

再充电电压阈值 ΔVRECHG   150  mV 

CHRG 管脚漏电流 ICHRG VBAT = 4.3V   5 µA 

ISET 管脚电压 VISET VTRIKLE < VBAT < 4.15  1  V 

TS 管脚低电压触发阈值 VTS_L TS 电压下降  30  %VIN 

TS 管脚高电压触发阈值 VTS_H TS 电压上升  60  %VIN 

TS 管脚迟滞电压 VTS_HYS   90  mV 

放电部分 

升压输出电压 VOUT   5.1  V 

升压最低工作电压 VBOOST  1   V 

放电电流能力 IOUT   500  mA 

放电模式工作电流 IBAT VBAT = 3.7V, EN为高或悬空，无负载  1  µA 

升压开关频率 fSW   1.2  MHz 

EN 高电平门限 VIH  0.9   V 

EN 低电平门限 VIL    0.8 V 

EN 管脚漏电流 IEN_LKG VEN = 5V  0.01  µA 

输出电流限制 ILIM   1  A 

高边MOS导通电阻 RON_HIGH   160  mΩ 

http://www.lowpowersemi.com/
mailto:marketing@lowpowersemi.com


          

www.lowpowersemi.com      Email: marketing@lowpowersemi.com  Page 5 of 10 

LP7801TE 
 
 

参数说明 符号 测试条件 最小 典型 最大 单位 

低边MOS导通电阻 RON_LOW   220  mΩ 

快速放电电阻 RDIS VOUT = 5V, VEN = 0V  2  kΩ 

过温保护阈值 TOTP   150  °C 

充电电压电流曲线 

            

预充电 恒流充 恒压充 再充电

再充电压阀值

预充电压阀值

恒流充电电流

预充充电电流

充电电压

充电电流

 

Figure 1. 各充电阶段电压电流示意图 (红色虚线: 电池电压, 黑色实线: 电池电流) 
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典型工作特性 

 

Figure 2. 满电电压随输入电压变化 

(CIN=10µF, COUT=22µF, RISET=16.5kΩ) 

 

Figure 3. 充电电流随输入电压变化 

(CIN=10µF, COUT=22µF, RISET=16.5kΩ) 

 

 

Figure 4. 充电电流随温度变化 

(CIN=10µF, COUT=22µF, RISET=16.5kΩ) 

 

 

Figure 5. 终止充电电流随温度变化 

(CIN=10µF, COUT=22µF, RISET=16.5kΩ) 
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Figure 6. BAT 端静态工作电流随温度变化 

(CIN=10µF, COUT=22µF, L=2.2µH) 

 
Figure 7. 待机电流随温度变化 

(CIN=10µF, COUT=22µF, L=2.2µH) 

 

 
Figure 8. 升压输出电压随温度变化 

(CIN=10µF, COUT=22µF, L=2.2µH) 

 

 
Figure 9. 升压输出电压随负载变化 

(CIN=10µF, COUT=22µF, L=2.2µH) 

 

 
Figure 10. 不同电池电压下输出效率 

(CIN=10µF, COUT=22µF, L=2.2µH) 

 

 
Figure 11. 放电电流随温度变化 

(CIN=10µF, COUT=22µF, L=2.2µH) 
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典型应用波形 

 
Figure 12. VBAT = 4.2V, IOUT = 50mA to 150mA 

(CIN=10µF, COUT=22µF, L=2.2µH) 

 
Figure 13. VBAT = 4.2V, IOUT = 100mA to 200mA 

(CIN=10µF, COUT=22µF, L=2.2µH) 
 

 
Figure 14. VBAT = 3V, No Load 

(CIN=10µF, COUT=22µF, L=2.2µH) 

 

 
Figure 15. VBAT = 3V, RLOAD = 20Ω 

(CIN=10µF, COUT=22µF, L=2.2µH) 
 

 
Figure 16. VBAT = 4.2V, No Load 

(CIN=10µF, COUT=22µF, L=2.2µH) 

 

 
Figure 17. VBAT = 4.2V, RLOAD = 20Ω 

(CIN=10µF, COUT=22µF, L=2.2µH) 
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功能描述 

基本介绍 
LP7801TE 集成了线性充电模块和同步升压放电模块，带充

电状态指示灯显示，充电电流可外部设定，支持边充边放，

具有过流、短路、过温等多种异常保护，可以有效保护电池

及系统安全。 

充电模式 
LP7801TE 内部集成了完整的线性充电模块，对电池进行

涓流、恒流和恒压充电。恒流模式下充电电流 ICC 由电阻

RISET设定，对应关系见以下公式： 

ICC = 1700 ×
VISET
RISET

 

其中VISET=1V。当电池电压低于预充阈值电压时，芯片进入

涓流充电模式，在涓流模式下充电电流为1/10 ICC。当电池

电压接近浮充电压时，芯片进入恒压充电模式，在恒压模式

下，充电电流逐渐减小，当充电电流减小到1/10 ICC 以下时，

充电周期结束。当电池电压下降至比浮充电压低超过0.15V，

系统将自动开始新的充电周期。 

充电状态指示 
LP7801TE 通过CHRG管脚状态来表示充电、充满状态。

CHRG管脚的输出有两种不同的状态：强下拉（~5mA）和

高阻抗。CHRG 处于强下拉状态表示处于充电周期，CHRG

处于高阻状态表示充电周期结束。当输入电压高于OVP保

护电压值，CHRG管脚同样会被置于高阻状态。

温度检测及保护 
LP7801TE通过检测TS管脚电压进行温度监测，外部通过分

压电阻（R1/R2）连接VIN，再连接外部NTC或PTC电阻，当

温度变化时NTC或PTC电阻值发生变化，使TS管脚电压变

化，与内部基准电压阀值进行比较，超出范围停止充电。因

为外部分压和内部基准电压值都是参考VIN，因此温度检测

电路不会因为VIN电压变化受到影响。启动充电周期，TS管

脚电压必须在VTS_L到VTS_H范围内，否则将停止充电，直到

TS管脚电压达到VTS_L到VTS_H范围内。 

应用时先确定NTC电阻，查电阻规格书确定保护温度对应

的电阻值，再通过公式计算外部（R1/R2）电阻值。 

计算公式如下： 

R1 =
RTLRTH(K2 − K1)
(RTL − RTH)K1K2

 

R2 =
RTLRTH(K2 − K1)

RTL(K1 − K1K2) − RTH(K2 − K1K2) 

公式中：K1为VTS_L / VIN =30%， K2为VTS_H / VIN = 60%，

RTL为低温对应的NTC电阻阻值，RTH为高温对应的NTC电

阻阻值。 

 

 

 

 

布局布线注意事项
印刷电路板的布局布线对LP7801TE的性能会有较大影响。在PCB布局设计中，遵循如下原则，将会对LP7801TE相关的性

能有益： 

1. 包括VIN, BAT, SW, GND在内的走线，应尽可能短且宽，连线尽可能直接。连接于SW的电感应尽量靠近SW管脚。 

2. 退耦电容CIN及CBAT应尽可能靠近VIN和BAT管脚以获得更好的滤除噪声效果。 

3. 与SW管脚的电感的连接尽可能短，并且应避免有任何信号线置于电感之下。 

4. 负载到芯片地连线的电阻越小越好，有助于减小因芯片地与系统地之间电压差而引起的风险。 
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封装尺寸信息 

ESOP-8 
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